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REFERAT

Miixtolif stialanma dozalarinda (1+50Mrad) TlInTe; va
TlInTe,-Te kristallarnin xususi elektrik kegiriciliyinin ani-
zotropiyasinin temperatur astliligi todqiq edilmisdir. p-
TlInTe; kristalinda y- kvantlarla giialanma zamani ilkin do-
zalarinda yaranan radiasiya defektlori donor tabistlidir, V7
vakansiyasinin diyiinlor arast Tl atomlart ilo tutulmast
naticasinds yaranir vo kegiriciliyin anizotropiyasim artirir.
Almmug noticolorin  tohlili gostorir ki, zencirvari qurulusa
malik kristallarda agqar atomunun artighigi materiallarin
anizotrop xassalorini magsadyonli idars etmoys vo Kristal-
larin radiasiya davamlihigini artirmaga imkan verir.

GIRIS

TlinTex kristallar1 TISe qurulus tipindo
(14/mcm) kristallagir vo asagida gostorilon para-
metrloro  malikdir:  a=8494A;  c=7,181A;
c/a=0,845; Z=4; d=7,36q/sm’. Bu kristallar
A3B3CH tip birlosmalor (harada ki, A-Te, B-Ga,In,
C-S,Se, Te) sinfino moxsusdur. TlInTe; kristalinda
kimyovi olage ion-kovalent xarakterlidir [1]. Tl-un
¢ox sayli birlosmolorindo [2-3] ion kegiriciliyi
asqar edilmisdir. ASBC®; tip kristallarimin elektrik
keciriciliyi strukturda olan asqar atomlarmnin vo
vakansiyalarm movcudluguna hossasdirlar. Fiziki-
kimyavi todgiqatlar A®B3CS; tip birlosmolerin vo
onlarm ikili analoglarimn (TIS, TISe) 6ziinds xal-
kogenin stexiometriyadan artiq migdarmi hall et-
diyini gostormisdir [4-5]. TIGaTe> vo TlnTe;
kristallarinda 300K -don yuxari temperaturlarda ion
kegiriciliyinin askar edilmasi bu kristallarin elekt-
rofiziki xassolorino miixtalif asqarlarin tosirinin
todqiqini aktual edir [6-9].

NUMUNONIN ALINMASI VO
TOCRUBONIN APARILMA METODIKASI

TlinTe>-Te  sisteminin  todqiqi  GgUn
1,0+10,0at.% Te torkibli xalitalor sintez edilmis-
dir. Xolitalor, tomizlik doracasi 99,999% olan

komponentlordon istifads etmoklo 10%Pa tozyigoe
godar havasizlagdirilmig kvars ampullarda birbasa
sintez Gsulundan istifads etmoklo hazirlanmig
polikristallik ~ TlinTe, va tomizlik doracasi
99,999% olan Te komponentindon elekrik soba-
sinda aridilmoklo alinmis va sonra (i¢ hafto arzinds
200+5°C temperaturda domo qoyulmusdur. Hom
TlInTe, birlosmasinin, hom do 4,0at.% Te hall ol-
mus TlInTeo-Te torkibli birlosmo nimunolari Kkris-
tallografik oxlar izro uygun olaraq asagidaki xiisu-
si milgavimoto malik olmuslar: p|=7950m,;
pL773500m Vo p||=1,60m; p1=16450m. Xolito-
lordo fazalarin tarazliq halinin yaranmasi rentgen-
faza vo mikroqurulus analizlori vasitasi ilo muoy-
yan edilmisdir. TIInTe,-Te torkibli xalitalor, diffe-
rensial termik (DTA), rentgenfaz (RFA) va mikro-
qurulus (MQA) analizlari vasitasilo tadgiq edilmis
Vo sistemin hal diaqrami qurulmusdur. TlInTe bir-
losmoasi osasinda tellurun 700°C temperaturunda
~8,0ar.%, otaq temperaturunda iss 5,0at.% miqda-
rinda hallolma oblasti miisyyan edilmisdir. Cila-
lanmis niimunalor zorindo mikroqurulus analizi
aparilmis vo alinmis naticalora gora 1,0-5,0at.%
Te torkibli xalitalor bircinsli olmagla TlInTe,
birlogsmosi asasinda bark mahlul oblastina aiddirlor.

TlIinTex-Te sistemi  xalitalorinin  rentgen
difraktoqramlarinin todqiqi naticosinds miayyan
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edilmisdir ki, bark mahlul oblastindan olan nii-
munolarin gofas parametrlorinds TlInTe kristallart
ilo miigayisods (a=8,494A, ¢=7,181A) ciizi doyis-
mo miisahido edilir. Torkibindo 4,0at.% Te olan
bark mohlul polikristallarindan ¢okilmis toz difrak-
tograma asasan gofas parametrlori asagidaki kimi-
dir

a=8,4850 A, c=7,1924 A.

GoOrinduyt kimi, elementar gofosin a-para-
metrinin Kigilmasi, vo c-parametrinin iso ciizi bo-
yUmosi miisahids olunur.

NUmunalora kontaktlar giimiis pastasi vasi-
tosilo qoyulmusdur.Hazirlanmis niimunalor Co%-
qurgusunda 0-50Mrad dozalarinda stialandirilmis-
dir. Onlarin volt-amper xarakteristikalar vo elekt-
rikkegiriciliyi 100-300K temperatur va 0-5V gor-
ginlik intervalinda [10] - isdo gdstarilon metodika
osasinda todqiq edilmisdir.

NOTICOLORIN MUZAKIROSI

Monokristal halinda yetisdirilmis TlInTe>
kristalindan olgiilori 4,1x1x0,6mm (c oxuna para-
lel istigamotdo aparilacaq oSlgmolor Uglin) vo
3,5x1,7x0,8mm (c oxuna perpendikulyar istiga-
motdo aparilacaq 6lgmalor Ugiin) olan paralelepi-
ped formali niimunalor kasilorok hazirlanmisdir.
4,0at.% Te holl olmus TlInTe; kristallarindan iso
olculori 2,9x0,8x0,6mm (c oxuna paralel istiga-
motdo  aparilacaq  Olgmolor  Ugln)  vo
3,7x1,5x1,1mm (c oxuna perpendikulyar istiga-
motdo aparilacaq 6lgmoalor Ugiin) olan paralelepi-
ped formali niimunslor hazirlanmigdir. Hom
TlInTez birlosmosinin, hom do 4,0at.% Te hall
olmus TlInTex-Te torkibli birlosmo niimunalari
kristallografik oxlar {izra uygun olaraq asagidaki
xiisusi miiqavimoto malik olmuslar: p||=7950m;
pL=773500m vo p|=1,60m; pi1=16450m.
TlInTez vo TlInTex-Te kristallarinin xususi elektrik
keciriciliyinin anizotropiyasmin temperatur asilili-
g1 tadqiq edilmigdir.

Sakil 1-do gostarilon (Ig[oy/cL]~f(1/T) asili-
ligin miqayisesindan gorinur ki, Sokil 1(a)-da p-
TlinTe, kristalinda 160-300K temperatur interva-
linda kegiriciliyin anizotropiyasinin 1g[c)/cL] ~
-0,5+0,5 arasinda dayismesi yiikdastyicilarin ef-
fektiv kitlosinin zaif anizotropiyasi ilo baghdir (1-
ay.). Ancaq 200-250K temperatur intervalinda cL-

komponentinin gismen artmasit miisahido olunur
ki, bu da kristal gofosdo elektroaktiv defektlorin
nizamsiz paylanmast ilo baghdir.
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Sakil 1

Miixtalif siialanma dozalarda (1+50Mrad) TlInTe; () vo
TlInTex-Te (b) kristallarinimn xuisusi elektrik kegiriciliyinin
anizotropiyasmin temperatur astlilig1 gostorilmisdir

1Mrad doza ilo y-kvantlarla stialandirdigda
160-300K temperatur intervalinda kegiriciliyin oL~
komponentinin oj-no nazaron kaskin artmasi mii-
sahida olunur (2-oy.). Siialanmanin sonraki doza-
laninda (3 vo 4-oy.) iso kegiriciliyin oL -
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komponentinin 6j-nNe Nozoron azalmasi miigahido
olunur vo 50Mrad dozada ise lg[oyct] ~0,5+1,7
godar artir. Miisahido olunan faktlar gostorir ki, p-
TlInTe, kristalinda y-kvantlarla stialanma zamani
ilkin dozalarda yaranan radiasiya defektlori donor
tobiatlidir-Vn vakansiyasinin diiylinlor arasi TI-
atomlari ilo tutulmasi naticasinds yaranir vo kegiri-
ciliyin anizotropiyasim artirir.Stialanmanin yiiksok
dozalarinda iso yaranan komplekslorin [V7i-Tli]
dissosiasiyas1 noticasindo akseptor soviyyasinin
konsentrasiyasinin artmasi hesabina o-komponen-
tin giymati oks torafa dogru artir.

Sokil  1(b)-do  TlInTe,-Te  kristalinda
lg[o)/oL]~f(1/T) verilon (1-ay.) asilihigindan goru-
nur ki, Te-asqar atomunun daxil edilmasi anizot-
ropiyanin lg[oyoL] (1-ay.) T<250K temperatur-
larda gisman artmasina sabab olur. Qrafikdan go-
rindr ki, Te-atomunun artighgi kristal qafosdo ok-
taedrik boslugu gismon doldurur va c-kristallik
oxa nhoazoron TI* ionlarmin sorbast horokati {iclin
olava potensial gopar yaradir. y-kvantlarla siialan-
manin 1Mrad dozasinda (1- ay.) Ig[oy/oL]-da o) -
komponentin 61-no nozoron Kkoskin artmasi,
10Mrad dozada (3-ay.) gismon artmasi vo 50Mrad
(4-ay.) isa 1-ayrisina nishaton kaskin azalmasi mii-
sahida olunur. Stialanma zaman yaranan radiasiya
defektlori Te-atomunun artighginin yenidon pay-
lanmasina stimullasdiric tasir gostarir va naticado
defektlorin nizamlanmasi bas verir. Bu sabobdon
zoncir mistovisine paralel istigamotds kegiricilik
artir (2-0y.). YUksok siialanma dozalarinda iso
[VTi-Tei] kompleksinin yaranmasi naticasindo kegi-
riciliyin o - komponenti kaskin azalir (3 vo 4 ay.).
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EFFECT OF y-RADIATION ON LOAD TRANSPORT MECHANISM IN CRYSTAL IN THE TlInTez, TlinTex-Te
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The temperature dependence of the anisotropy of the specific electrical conductivity of TlinTe, and TlInTe,-Te crystals at
different radiation doses (1+50Mrad) has been studied. Radiation defects which create in the p-TlinTe; crystal during irradiation
with y-quanta at initial doses are of a donor nature, they occur as a result of the capture of VVr vacancy by Tl atoms between
nodes and increase the anisotropy of conductivity. Analysis of the obtained results shows that the excess of the additive atom Te
in the crystals with a chain structure allows to purposefully control the anisotropic properties of the materials and increase the
radiation resistance of the crystals.

BJIUSTHUE y- OBJIYYEHUSA KPUCTAJUIA HA MEXAHU3M NEPEHOCA HAT'PY30K B TBEPbBIX
PACTBOPAX TlInTez, TlINTez-Te

KI' XAJIWIOBA

HccnenoBana TemrepaTypHasi 3aBUCHMOCTh AHM30TPOIMM YACIBHOHM 3JIEeKTponpoBogHOCTH kpuctamioB TlnTe, u
TlInTex-Te npu pazmisbix fo3ax 00yuerwst (1+-50Mpay). Pamuarmonssie nedextsi B kpuctasie p-T1InTe; npu obmyderuu y-
KBaHTaMU IIPU HAYAJIbHBIX J103aX HOCAT JIOHOPHBIN XapakTep, KOTOPble BO3HUKAIOT B PE3YJIbTATE 3aXBaTa BaKaHCUH VT
aromamu T1 MeXTy y31aMu 1 yBETHUIMBAIOT aHH30TPOIIMIO MPOBOANMOCTH. AHAIN3 MOyYeHHBIX Pe3yJIbTaTOB MOKAa3bIBAET, UTO
M30BITOK aTOMOB T€ B KpPHUCTAUIAX C IIEMNOYEYHOH CTPYKTYPOH IO3BOJISET ILEJICHAIPABICHHO YIPABILSITH AHHU30TPOITHBIMU
CBOICTBAMU MaTEpHAJIOB U MOBBILIATH PAJUALIUOHHYIO CTOMKOCTb KPHUCTAJLIOB.
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